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我々の⽣活をより豊かで快適にするために、より⾼度で且つ私共の⼿元で使える AI システムを実現すること
は⾮常に重要である。しかし、既存のクラウドベースの AI システムでは、スマートフォンや⾃動⾞などのエッジで⽣
み出されるデータ量の⾶躍的増加に伴い、クラウドとエッジの間での通信エネルギーやトラフィックの遅延(リアルタ
イム性の劣化)などの課題が⼭積している。このため、私たちの⾝の回りで AI システム活⽤するエッジ AI システム
を実現するために、⾶躍的な演算効率向上と桁違いの低消費電⼒で、リアルタイム学習とリアルタイム判断を⾏
い、必要なデータを保存する機能を具した⾰新的 AI アプリケーションプロセッサーが求められている。 

本招待講演では、近年、既存のCMOS技術と⽐べて低消費電⼒化を実現できる⾰新的技術として注⽬さ
れているスピントロニクスベースの超低消費電⼒プロセッサ技術の概要を講演する。具体的には、SRAM 等のワ
ーキングメモリのみならず、マイコンや AIプロセッサ・ニューラルネットワークプロセッサ等において、現在の課題である
演算性能 vs.消費電⼒のジレンマが 1 桁〜2 型のオーダーで⾶躍的に解決できることを紹介する。そして、将来
の IoT システムや⾃動運⾏などの AI システムへのインパクトを⽰す。 

加えて、東北⼤学で開発してきた上述の技術を含むコア技術群の社会普及を促進するために創業した「東
北⼤学発ベンチャー パワースピン株式会社」についても、ご紹介します。 
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